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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing at least one radiation-emitting and/or -receiving semiconductor
component (100). In one method step, a support body (1) with a mounting surface (101) is provided. In an additional method step, a
barrier frame (6) is formed on the mounting surface (101) such that the barrier frame (6) laterally encloses a mounting region (110)
of the mounting surtace (101). In an additional method step, a radiation-emitting and/or -receiving semiconductor chip (4) is
mounted on the mounting surtace (101) within the mounting region (110). The semiconductor chip (4) is potted with a liquid lens
material, said lens material (7) being applied onto the mounting surface (101) within the mounting region (110). The lens material
(7) is cured. The mounting surface (101), the barrier frame (6), and the lens material (7) are adapted to one another such that the
mounting surface (101) within the mounting region (110) can be wetted by the lens material (7), and the barrier frame (6) cannot be
wetted by the lens material (7) so that the lens material (7) forms into a drop, which is delimited by the barrier frame (6) at least in
some places and which has a convex outer surface, and the barrier frame (6) is lett exposed when the lens material is applied onto the
mounting surface (101). The invention further relates to a semiconductor component (100).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Es wird ein Verfahren zur Herstellung mindestens eines strahlungsemittierenden und/oder —empfangenden Halbleiterbauteils
(100) angegeben. Bei einem Verfahrensschritt wird ein Tragerkérper (1) mit einer Montagefldche (101) bereitgestellt. Bei einem
weiteren Verfahrensschritt wird ein Barriererahmen (6) auf der Montagefldche (101) ausgebildet, derart dass der Barriererahmen
(6) einen Montagebereich (110) der Montagefldche (101) lateral umschliefit. Bei einem weiteren Verfahrensschritt wird ein
strahlungsemittierender und/oder —empfangender Halbleiterchip (4) innerhalb des Montagebereichs (110) auf der Montagefldche
(101) montiert. Der Halbleiterchip (4) wird mit einem {fliissigen Linsenmaterial vergossen, wobei das Linsenmaterial (7) innerhalb
des Montagebereichs (110) auf die Montagefldche (101) aufgebracht wird. Das Linsenmaterial (7) wird gehértet. Dabei sind die
Montagefldache (101), der Barriererahmen (6) und das Linsenmaterial (7) derart aneinander angepasst, dass die Montageflédche
(101) innerhalb des Montagebereichs (110) von dem Linsenmaterial (7) benetzbar und der Barriererahmen (6) von dem
Linsenmaterial (7) nicht benetzbar ist, so dass sich das Linsenmaterial (7) beim Aufbringen auf die Montagefldche (101) zu einem
zumindest stellenweise von dem Barriererahmen (6) begrenzten Tropfen mit konvexer Auentldche formt und den Barriererahmen
(6) frei lasst. Weiterhin wird ein Halbleiterbauteil (100) angegeben.
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Beschreibung

Verfahren zur Herstellung mindestens eines strahlungs-
emittierenden und/oder -empfangenden Halbleiterbauteils und

Halbleiterbauteil

Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Verfahren zum
Herstellen mindestens eines strahlungsemittierenden und/oder
-empfangenden Halbleiterbauteils und ein strahlungs-

emittierendes und/oder -empfangendes Halbleiterbauteil.

Reispielsweise aus der Druckschrift US 2007/0131957 Al ist
ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil bekannt,
welches ein spritzgegossenes Plastikformteil auf einem
Tragersubstrat aufweist, mittels welchem ein Halbleiterchip

zumindest teilweise umformt ist.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung, ein
besonders kosteneffizientes Verfahren zur Herstellung eines
strahlungsemittierenden und/oder -empfangenden Halbleiter-
bauteils und ein besonders kostenginstig herstellbares

Halbleiterbauteil anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren zur Herstellung
mindestens eines strahlungsemittierenden und/oder -
empfangenden Halbleiterbauteils und durch ein strahlungs-
emittierendes und/oder -empfangendes Halbleiterbauteil mit

den Merkmalen der unabhdngigen Patentanspriiche geldst.

Weiterbildungen und Ausgestaltungen des Verfahrens
beziehungsweise des Bauteils sind in den jeweils abhangigen

Ansprichen angegeben. Der Offenbarungsgehalt der
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Patentanspriiche wird hiermit durch Rickbezug explizit in die

Beschreibung mit aufgenommen.

Es wird ein Verfahren zur Herstellung mindestens eines
strahlungsemittierenden und/oder -empfangenden Halbleiter-

bauteils (im Folgenden kurz ,Halbleiterbauteil®™) angegeben.

Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines Tragerkdrpers mit einer Montageflache;
- Ausbilden eines Barriererahmens auf der Montagefléache,
derart dass der Barriererahmen einen Montagebereich der
Montagefldache lateral umschlielt;

- Montieren eines strahlungsemittierenden und/oder
-empfangenden Halbleiterchips auf dem Montagebereich;

- VergieBen des Halbleiterchips mit einem fliissigen
Linsenmaterial, wobei das Linsenmaterial auf den
Montagebereich der Montageflache aufgebracht wird; und

- Harten des Linsenmaterials.

Dabei sind die Montageflédche, der Barriererahmen und das
Linsenmaterial insbesondere derart aneinander angepasst, dass
die Montageflache innerhalb des Montagebereichs von dem
Linsenmaterial zumindest stellenweise benetzbar und der
Barriererahmen von dem Linsenmaterial nicht benetzbar ist, so
dass sich das Linsenmaterial beim Aufbringen auf die
Montagefldche zu einem zumindest stellenweise - insbesondere
lateral vollstandig - von dem Barriererahmen begrenzten
Tropfen mit konvexer AuBenfldche formt und den Barriererahmen

freilasst.

Bei dem Tragerkdrper handelt es sich beispielsweise um ein
planares Substrat. Der Tragerkdrper weist zumindest an der

Montagefldche beispielsweise zumindest ein Metall, ein
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Keramikmaterial, ein Polymermaterial oder einen Verbund aus

mindestens zwel dieser Materialien auf.

Bei einer Ausgestaltung ist der Tragerkdrper eine Leiter-
platte. Beispielsweise hat er auf der Montageflidche und/oder
auf einer der Montagefliche gegeniiberliegenden Oberflédche
Leiterbahnen. Bei einer Ausgestaltung hat die Leiterplatte
Durchkontaktierungen (sogenannte ,Vias“), welche sich zur
Herstellung einer elektrisch leitenden Verbindung von der
Montagefldche zu einer der Montageflache gegeniiberliegenden

AuBenflédche der Leiterplatte erstrecken.

Der Barriererahmen wird vorzugsweise derart ausgebildet, dass
er den Montagebereich lateral begrenzt. Vorzugsweise
umschlielt er den Montagebereich lateral vollstandig. Mit
anderen Worten ist der Montagebereich insbesondere der von
dem Barriererahmen lateral umschlossene Bereich der
Montageflache. Anders ausgedrickt fallen eine AuBenkontur des
Montagebereichs und eine Innenkontur des Barriererahmens in
Draufsicht auf die Montageflidche zusammen. Das
Linsenmaterial, der Barriererahmen und der Tragerkdrper haben
insbesondere eine gemeinsame Grenzlinie, die beispielsweise

mit der AuBenkontur des Montagebereichs zusammenfallt.

Beispielsweise ist mittels des Barriererahmens ein
kreisfdérmiger, ovaler, rechteckiger oder quadratischer
Montagebereich ausgebildet. Der Montagebereich ist in
Draufsicht auf die Montageflidche des Tragerkdrpers von dem

Barriererahmen zweckmaRigerweise freigelassen.

Das Montieren des Halbleiterchips umfasst zweckmalRigerweise
ein mechanisches Fixieren des Halbleiterchips auf der

Montagefliache des Tragerkdrpers. Bei einer Ausgestaltung wird
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zugleich mit der mechanischen Fixierung ein elektrischer
Kontakt zwischen dem Halbleiterchip und dem Tragerkorper
hergestellt. Beispielsweise enthalt der Montagebereich
zumindest eine erste elektrische Anschlussfléache, der
Halbleiterchip wird in dem Montagebereich derart angeordnet,
dass er zumindest stellenweise mit der ersten elektrischen
Anschlussflache tUberlappt und er wird mechanisch stabil und
elektrisch leitend mit der ersten elektrischen
Anschlussflache verbunden. Bei der Montage in dem
Montagebereich wird der Halbleiterchip vorzugsweise derart
ausgerichtet, dass er lateral von dem Barriererahmen

beabstandet ist.

Als ,Linsenmaterial™ wird im vorliegendem Zusammenhang ein
Umhiillungsmaterial bezeichnet, das flir die von dem
Halbleiterchip emittierte beziehungsweise von dem
Halbleiterchip zu empfangende elektromagnetische Strahlung
zumindest teilweise durchlassig - d.h. transparent oder
transluzent - ist. Beispielsweise ist das Linsenmaterial ein
transparentes Kunststoffmaterial, insbesondere ein

Silikonmaterial.

Zweckmalligerweise ist das Linsenmaterial héartbar. Das heilit,
es ist beisgspielsweise mittels Erwdrmen und/oder mittels
Bestrahlung mit Licht - insbesondere mit ultraviolettem Licht
- von dem flissigen Zustand in einen festen Zustand
berfihrbar. Beispielsweise ist als Linsenmaterial ein
reaktionshartendes Silikonharz verwendet. Reaktionshartende
Silikonharze sind dem Fachmann grundsatzlich bekannt und
werden daher an dieser Stelle nicht ndher erlautert. Im
fertigen Halbleiterbauteil ist das Linsenmaterial im

gehdrteten Zustand enthalten.
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Der Halbleiterchip kann beispielsweise ein Leuchtdiodenchip
oder ein Laserdiodenchip sein, der insbesondere infrarotes,
sichtbares und/oder ultraviolettes Licht emittiert. Auch eine
zum Strahlungsempfang vorgesehene Fotodiode oder Solarzelle
kann als Halbleiterchip verwendet sein. Insbesondere basiert
der Halbleiterchip auf einem anorganischen Halbleiter-
material. Als Halbleiterchip ist aber auch ein organisches
lichtemittierendes und/oder -empfangendes Element wie eine
OLED (,Organic Light Emitting Device™, organische
Leuchtdiode) denkbar.

Darunter, dass die Montagefliche von dem Linsenmaterial
benetzbar ist, wird im vorliegenden Zusammenhang insbesondere
verstanden, dass der Kontaktwinkel kleiner als 90° ist.
Darunter dass der Barriererahmen von dem Linsenmaterial nicht
benetzbar ist wird in vorliegendem Zusammenhang insbesondere
verstanden, dass der Kontaktwinkel zwischen dem
Linsenmaterial und einer Oberfldche des BRarriererahmens

groBer als 90° ist.

Als Kontaktwinkel wird dabei insbesondere der Winkel
bezeichnet, den ein Tropfen des Linsenmaterials auf der
Montageflache beziehungsweise auf einer Oberflache des
Barriererahmens zu dieser Oberflache bildet. Der
Kontaktwinkel wird manchmal auch als ,Randwinkel™ oder

.Benetzungswinkel™ bezeichnet.

Vorteilhafterweise kann das Linsenmaterial nach dem
Aufbringen innerhalb des Montagebereichs bei dem vorliegenden
Verfahren tber den ganzen Montagebereich flieBen, so dass das
Linsenmaterial in Draufsicht auf die Montagefléche
insbesondere den gesamten Montagebereich iiberdeckt.

Insbesondere aufgrund der beteiligten Grenzfldchenspannungen
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halt der Barriererahmen das Linsenmaterial an der AuBRenkontur
des Montagebereichs vorzugsweise zuriick. Zugleich bildet sich
- insbesondere ebenfalls aufgrund der beteiligten
Grenzflachenspannungen - ein Tropfen mit einer konvexen
AuBenfldche, so dass das Linsenmaterial vorteilhafterweise
zur Strahlformung des von dem Halbleiterchip emittierten

und/oder zu empfangenden Lichts dient.

Das Verfahren gemal der vorliegenden Offenbarung kann

vorteilhafterweise besonders schnell durchgefiihrt werden und
benttigt nur vergleichsweise preiswerte Gerate, so dass eine
besonderes kosteneffiziente Herstellung der Bauteile erzielt

wird.

Der Barriererahmen kann bei dem Verfahren bzw. dem Rauteil
mit Vorteil sehr niedrig ausgebildet sein. Insbesondere hat
die von Barriererahmen und Tragerkdrper gebildete Kavitdt ein
derart kleines Volumen, dass es im Fall eines vom
Linsenmaterial benetzbaren Materials dazu ungeeignet ware,
das innerhalb des Montagebereichs aufgebrachte Volumen des

Linsenmaterials zurlUckzuhalten.

Der von dem Linsenmaterial gebildete Tropfen ist
beispielsweise mindestens doppelt so hoch, vorzugsweise
mindestens finf Mal so hoch, und insbesondere mindestens 10
mal so hoch wie der Barriererahmen. Die HOhe ist dabei die
Abmessung entlang der Flachennormalen auf die Montageflache.
Bei einer Ausgestaltung ist die Dicke des Barriererahmens
derart gewahlt, dass der auf der Montageflidche montierte
Halbleiterchip den Barriererahmen, insbesondere in Richtung

vom Tragerkodrper weg, Uberragt.
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Gemdl zumindest einer Ausgestaltung wird zur Ausbildung des
Barriererahmens ein Fluorocarbon-Polymermaterial auf die
Montageflidche des Tragerkorpers aufgetragen. Bei einer
Weiterbildung wird das Fluorocarbon-Polymermaterial

nachfolgend auf das Auftragen getrocknet.

Unter einem Polymermaterial wird insbesondere ein Material
verstanden, das Polymere aufweist oder daraus besteht. Ein
Fluorocarbon-Polymermaterial enthdlt insbesondere eine
perfluorierte Kohlenwasserstoffverbindung. Anders ausgedriickt
ist ein Fluorocarbon-Polymermaterial insbesondere ein
Polymermaterial, das eine perfluorierte Kohlenwasserstoff-

verbindung enthalt.

Vorzugsweise ist das Fluorocarbon-Polymermaterial hydrophob.
Die perfluorierte Kohlenwasserstoffverbindung enthalt
vorzugsweise eine Verbindung, insbesondere ein Polymer, die
den Bestandteil

. —(CF2)p-CF3
mit n > 3 enthidlt, wobei ,..“ flir weitere Bestandteile der
Verbindung steht. Mit einem solchen Bestandteil kann

beispielsweise das hydrophobe Verhalten erzielt sein.

Das Fluorocarbon-Polymermaterial kann ein Thermoplast oder
ein Elastomer sein. Beispielsweise handelt es sich bei dem
Fluorocarbon-Polymermaterial um Polytetrafluorethylen (PTFE),
Polyvinylidenfluorid (PVDF) - insbesondere mit der Formel
(-CHp-CFyp-)p mit einer naturlichen Zahl n -, um ein
Perfluoralkoxy-Polymer (PFA) - das heilt insbesondere ein
thermoplastisches Copolymerisat aus Tetrafluorethylen mit
einem oder mehreren perfluorierten Vinylethern -, um
Polychlortrifluorethylen (PCTFE) - insbesondere mit der

Formel (CF»-CFCl-)p mit einer nattrlichen Zahl n -, um ein
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Copolymer aus einem oder mehreren Methacrylaten und einem
oder mehreren Perfluoralkylacrylaten, um ein perfluoriertes

Silikon, oder um ein Perfluorethylenpropylen-Copolymer (FEB).

Das Aufbringen des Linsenmaterials kann beispielsweise
mittels eines Tintenstrahldruckverfahrens erfolgen.
Alternativ kann das Linsenmaterial mittels Sprithen oder

Auftropfen erfolgen.

Das Aushidrten des Linsenmaterials erfolgt beispielsweise
durch Erwdrmung in einem Ofen und/oder durch Beaufschlagung

mit UV-Strahlung, beispielsweise mit einem UV-Blitz.

Gemdl zumindest einer Ausgestaltung weist der Montagebereich
eine erste elektrische Anschlussflache und eine zweite
elektrische Anschlussflache auf. Die zweite elektrische
Anschlussflache ist elektrisch von der ersten elektrischen
Anschlussflache getrennt und seitlich neben der ersten
elektrischen Anschlussfladche angeordnet. Vorzugsweise sind
die erste Anschlussfldche und die zweite Anschlussfléache
vollstandig innerhalb des Barriererahmens angeordnet. Bei
einer Weiterbildung fihrt jeweils eine Durchkontaktierung wvon
der ersten Anschlussfliche beziehungsweise der zweiten
Anschlussflache zu der der Montagefldche gegeniiber liegenden
AuBenflédche des Tragerkdrpers. Alternativ oder zusdtzlich
kann von mindestens einer der elektrischen Anschlussfldchen
eine elektrische Leiterbahnen auf der Montageflache
weggefihrt sein. Gemdl zumindest einer Weiterbildung ist der
Halbleiterchip zumindest auf der ersten elektrischen

Anschlussflache montiert.

Gemal zumindest einer Ausgestaltung wird der Halbleiterchip

derart auf der ersten elektrischen Anschlussflidche montiert,
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dass die zweite elektrische Anschlussfliche seitlich von dem
Halbleiterkdrper angeordnet ist. Beispielsweise lberlappt der
Halbleiterchip in Draufsicht auf die Montageflache

vollstandig mit der ersten elektrischen Anschlussflache.

In diesem Fall wird beispielsweise ein Bonddraht von dem
HalbleiterkoOrper zu der zweiten elektrischen Anschlussflache
gezogen. So ist beispielsweise eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen einer von der Montagefladche abgewandten
Oberseite des Halbleiterchips und der zweiten elektrischen

Anschlussfldche hergestellt.

Gemal zumindest einer Ausgestaltung wird das Linsenmaterial
derart auf dem Montagebereich aufgebracht, dass es dem
Bonddraht zumindest stellenweise umschlielt und die beiden
elektrischen Anschlussfldchen tberdeckt. Insbesondere wird
der Bonddraht in den von dem Linsenmaterial gebildeten

Tropfen eingebettet.

Auf diese Weise ist der Bonddraht im fertiggestellten Bauteil
durch das Linsenmaterial gegen mechanische Beschadigungen
geschiitzt. Bei dem vorliegenden Verfahren ist ein
vergleichsweise dinnfliissiges Linsenmaterial verwendbar,
wodurch mit Vorteil die Gefahr einer Beschadigung des
Bonddrahts beim Aufbringen des Linsenmaterials besonders

gering ist.

Gemal zumindest einer Ausgestaltung des Verfahrens wird eine
Mehrzahl von Halbleiterbauteilen hergestellt. Bei dieser
Ausgestaltung wird ein Trager bereitgestellt, auf dem mehrere
Barriererahmen ausgebildet werden. Der Trager ist zur
Vereinzelung in mehrere Tragerkdrper vorgesehen. Die

Barriererahmen werden insbesondere derart ausgebildet, dass
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nach dem Vereinzeln jeder Tragerkdrper mit einem
Barriererahmen versehen ist.

Das Ausbilden der Barriererahmen erfolgt dabei insbesondere
derart, dass sie zusammenhdngen und ein Gitter bilden. In den
Gitterzellen dieses Gitters ist jeweils ein Montagebereich
angeordnet, in dem jeweils ein strahlungsemittierender
und/oder -empfangender Halbleiterchip montiert und mit dem
Linsenmaterial vergossen wird. Das Gitter ist beispielsweise

ein rechteckiges Gitter.

Zweckmalligerweise wird bei dieser Ausgestaltung der Trager
und das von den Barriererahmen gebildete Gitter entlang wvon
Gitterlinien des Gitters zur Vereinzelung der
Halbleiterbauteile derart durchtrennt, dass
Halbleiterbauteile entstehen, die Jjeweils einen Tragerkérper

und einen Barriererahmen aufweisen.

Das Durchtrennen erfolgt beispielsweise mittels Sagen oder
Lasertrennen. Das Sagen erfolgt dabei insbesondere an
gedachten oder auf dem Tragerkdrper markierten Grenzlinien,
an welchen beigspielsweise die einzelnen Barriererahmen der
Halbleiterbauteile ineinander lbergehen, und die vorliegend

als ,Gitterlinien™ bezeichnet werden.

Beim Vereinzeln entlang der Gitterlinien braucht bei dem
vorliegenden Verfahren mit Vorteil nicht das Linsenmaterial
durchtrennt zu werden. Auf diese Weise kann die Vereinzelung

besonders schnell erfolgen und ist besonders kostengiinstig.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen des Verfahrens und des Bauteils ergeben sich
aus den im Folgenden in Verbindung mit den Figuren

dargestellten Ausfihrungsbeispielen.
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Es zeigen:

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur
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ein erstes Stadium eines Verfahrens zum Herstellen

einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden

Halbleiterbauteilen
Ausfihrungsbeispiel

Draufsicht,

ein zweites Stadium
Ausfihrungsbeispiel

Draufsicht,

ein drittes Stadium
Ausfihrungsbeispiel

Draufsicht,

ein viertes Stadium
Ausfihrungsbeispiel

Schnittdarstellung,

gemdll einem ersten

in einer schematischen

des Verfahrens gemal dem ersten

in einer schematischen

des Verfahrens gemal dem ersten

in einer schematischen

des Verfahrens gemal dem ersten

in einer schematischen

ein Stadium eines Verfahrens zur Herstellung einer

Mehrzahl von strahlungsemittierenden Bauteilen

gemdl einem zweiten

Ausfihrungsbeispiel in einem

der Figur 2 des ersten Ausfiithrungsbeispiels

entsprechenden Stadium in einer schematischen

Draufsicht.

In den Figuren und Ausfihrungsbeispielen sind gleiche bzw.

ahnliche oder gleichwirkende Elemente mit denselben

Bezugszeichen versehen.

Die Figuren und die

GroRenverhdltnisse der in den Figuren dargestellten Elemente
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sind nicht als maBstadblich zu betrachten. Vielmehr kdnnen
einzelne Elemente zur besseren Darstellbarkeit oder zur
Verbesserung der Verstandlichkeit lbertrieben grofB

dargestellt sein.

Die Figuren 1 bis 4 zeigen ein Verfahren zum Herstellen einer
Mehrzahl von strahlungsemittierenden Halbleiterbauteilen

gemall einem ersten exemplarischen Ausfithrungsbeispiel.

Bei dem Verfahren wird ein Trager 1 bereitgestellt, der dazu
vorgesehen ist, zu mehreren Tragerkdrpern 10 vereinzelt zu
werden. Vorliegend stellen die Tragerkdrper 10 Leiterplatten
dar. Jeder der auf dem Trager 1 vorgesehenen Tragerkodrper 10
weist einen Montagebereich 110 auf. Jeder der Montagebereiche
110 enthdlt eine erste elektrische Anschlussflache 2 und eine

zwelte elektrische Anschlussfldche 3.

In Figur 1A ist eine schematische Draufsicht auf einen
Ausschnitt des Tradgers 1 dargestellt, der sechs Tragerkdrper
10 umfasst. Die Tragerkdrper 10 sind vorliegend in Reihen und
Spalten angeordnet. Die Bezugszeichen sind zur Vereinfachung
der Darstellung nur in einer der beiden dargestellten Reihen

von Tragerkorpern 10 eingetragen.

Bei dem in Figur 1 dargestellten ersten Stadium des
Verfahrens ist auf jeder der ersten elektrischen
Anschlussfldchen 2 ein strahlungsemittierender und/oder -
empfangender Halbleiterchip 4, insbesondere ein
Leuchtdiodenchip oder ein Laserdiodenchip, montiert. Zur
Montage wird eine mechanisch stabile und insbesondere
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen dem Halbleiterchip

4 - insbesondere einer der Montagefldche 101 zugewandten
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Unterseite des Halbleiterchips 4 - und der jeweiligen ersten

elektrischen Anschlussfldche 2 hergestellt.

Eine weitere elektrisch leitfahige Verbindung wird zwischen
dem jeweiligen Halbleiterchip 4 - insbesondere seiner von der
Montageflache 101 abgewandten Oberseite - und der jeweiligen
zweiten elektrischen Anschlussflache 3 hergestellt,
vorliegend mittels eines Bonddrahtes 5. Die erste
Anschlussflache 2 und die zweite Anschlussfldche 3 sind wvon
dem Barriererahmen vollstandig umgeben. Mit anderen Worten
gibt es in Draufsicht auf den Tragerkdrper 10 keine
Uberlappung zwischen dem Barriererahmen 6 und den
Anschlussflachen 2 und 3. Eine derartige Anordnung
vereinfacht die Vereinzelung der zusammenhangenden
Halbleiterbauteile in einzelne von einander getrennte

Halbleiterbauteile 100.

Bei einer nicht in den Figuren dargestellten Alternative ist
beispielsweise ein Halbleiterchip 4 verwendet, der beide
elektrischen Anschliisse an seiner Unterseite aufweist und so
auf der ersten und zweiten elektrischen Anschlussflache 2, 3
montiert wird, dass einer der elektrischen Anschliisse in
Draufsicht auf die Montagefldche 101 mit der ersten
elektrischen Anschlussflache 2 und der zweite elektrische
Anschluss mit der zweiten elektrischen Anschlussflache 3

Uiberlappt.

Figur 2 zeigt ein nachfolgendes Stadium des Verfahrens gemal
dem ersten Ausfiihrungsbeispiel. Bei diesem Stadium des
Verfahrens sind auf der Montageflache 101 Rarriererahmen 6
ausgebildet. Jeder Tragerkorper 10 enthalt einen

Barriererahmen 6, welcher den Montagebereich 110 lateral
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vollstandig umschlieBt und in Draufsicht auf die

Montageflache 101 freilasst.

Die Barriererahmen 6 bestehen beispielsweise aus einem der im
allgemeinen Teil genannten Fluorocarbon-Polymer-Materialien,
zum Beispiel PTFE. Sie werden insbesondere mittels eines
Tintenstrahl-Druckverfahrens auf den Trager 1 aufgebracht und

nachfolgend getrocknet.

Die den einzelnen Bauteilen 100 zugeordneten Barriererahmen 6
sind auf dem Trager 1 zusammenhdngend ausgebildet und bilden
ein rechteckiges Gitter. Jede Zelle dieses Gitters stellt

nach der Fertigstellung ein Bauteil 100 dar und enthalt genau
einen Tragerkdrper 10 mit genau einem Montagebereich 110 und

genau einen Barriererahmen 6.

Die Gitterzellen sind in den Figuren 1 bis 4 durch
gestrichelte- gedachte - Linien angedeutet. Die Gitterlinien
kénnen aber auch auf dem Tradger 1 mit Markierungen
gekennzeichnet sein, beispielsweise um das Vereinzeln des

Tragers 1 zu einzelnen Bauteilen 100 zu erleichtern.

Bei dem in Figur 3 dargestellten, nachfolgenden
Verfahrensstadium ist ein transparentes oder mit
Leuchtstoffpartikeln versehenes Linsenmaterial 7 auf den
einzelnen Montagebereichen 110 aufgebracht. Das flissige
Linsenmaterial wird beispielsweise aus einer Diise auf dem

jeweiligen Montagebereich getropft.

Das Material und die Oberfldchenbeschaffenheit des
Montagebereichs 110 - und insbesondere der elektrischen
Anschlussfldchen 2, 3 - und das Linsenmaterial 7 sind so

aneinander angepasst, dass die Montagefliache 110 - und
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insbesondere die elektrischen Anschlussfldchen 2, 3 - von dem
Linsenmaterial benetzbar sind.

Auf diese Weise verteilt sich das Linsenmaterial 7 wahrend
des Aufbringens und/oder nach dem Aufbringen auf der gesamten

Montageflache 110.

Zusatzlich sind das Material der Barriererahmen 6 und das
Linsenmaterial derart aneinander angepasst, dass die
Barriererahmen 6 von dem Linsenmaterial 7 nicht benetzbar
sind. Auf diese Weise lauft das Linsenmaterial 7 nicht dber
den Montagebereich 110 hinaus. Die Barriererahmen 6 bleiben
so in Draufsicht auf die Montagefladche 101 von dem

Linsenmaterial 7 unbedeckt.

In den Jjeweiligen Montageflachen 110 formt sich aufgrund der
Grenzflachenspannungen zwischen Montagebereich 110,
Barriererahmen 6 und Linsenmaterial 10 das Linsenmaterial zu
einem Tropfen mit einer konvexen Aullenfldche. Die Grundflache
des Tropfens wird dabei von der Innenkontur des
Barriererahmens 6 begrenzt. Der von dem Linsenmaterial 7
gebildete Tropfen hat demnach dieselbe Grundflache wie der

Montagebereich 110.

Bei dem in Figur 3 dargestellten Verfahrensschritt ist die
Verteilung des Linsenmaterials 7 lUber die gesamte
Montagefldche 110 und die Bildung des Tropfens noch nicht

vollstandig abgeschlossen.

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt entlang der
Ebene A-A (siehe Figur 3) bei einem nachfolgenden Stadium des

Verfahrens gemall dem ersten Ausfiihrungsbeispiel.
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Bei dem Stadium gemdB der Figur 4 ist das Linsenmaterial 7
bereits bis zu den Randern der Montagebereiche 110 geflossen,
so dass das Linsenmaterial 7, die Montageflidche 101 des
Tragerkodrpers 10 und der Barriererahmen 6 eine gemeinsame,
geschlossene Grenzlinie haben. Es hat sich insbesondere
aufgrund der Grenzflachenspannungen ein Tropfen mit einer

konvexen AuRenfldche 701 gebildet.

Der von dem Linsenmaterial 7 gebildete Tropfen - die Linse
des Bauteils 100 - ragt in Richtung von dem Tragerkdrper 10
weg Uber den Barriererahmen 6 hinaus. Das Volumen das auf
einem Montagebereich 110 aufgebrachten Linsenmaterials 7 ist
beispielsweise mindestens doppelt so groll, insbesondere
mindestens fiinfmal so groB wie das Volumen des von dem
Barriererahmen 6 zusammen mit dem Tragerkdrper 10 eines
Bauteils gebildeten Kavitdt. Insbesondere hat die Linse 7 in
Richtung von dem Tragerkorper 10 weg, insbesondere in
Richtung einer Flachennormalen auf die Montagefldache 101 eine
Ausdehnung, die mindestens doppelt so grol, vorzugsweise
finfmal so groB, insbesondere zehnmal so groB ist wie die

Ausdehnung des Barriererahmens 6 in dieser Richtung.

Das Linsenmaterial 7 Uberdeckt auf diese Weise den
Halbleiterchip 4, den ersten Anschlussbereich 2 und den
zwelten elektrischen Anschlussbereich 3 sowie den Bonddraht 5

und umschlielt zumindest ein Teilstick des Bonddrahts 5.

Bei dem Verfahrensstadium der Figur 4 sind die einzelnen
Bauteile bereits entlang der Gitterlinien des Gitters 8
mittels Durchtrennen des Trédgerkdrpers 10 und der
zusammenhangenden Rarriererahmen 6 zu einzelnen Rauteilen 100
vereinzelt. Da die Barriererahmen 6 nicht vom Linsenmaterial

7 bedeckt sind, braucht dieses beim Vereinzeln der Bauteile
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100 vorteilhafterweise nicht durchtrennt werden. Auf diese
Weise kann das Vereinzeln zu einzelnen Bauteilen besonders
kostengiinstig und schnell erfolgen.

Die Dicke hp des Barriererahmens 6 1st insbesondere auch
kleiner als die Hohe hg, um welche der Halbleiterchip 4 uber

die Montagefliache 101 des Tragerkdrpers 10 hinausragt.

Figur 5 zeigt eine schematische Draufsicht auf ein Verfahren
zur Herstellung einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden
und/oder -empfangenden Halbleiterbauteilen 100 gemdB einem
zwelten exemplarischen Ausfihrungsbeispiel. Das in Figur 5
dargestellte Verfahrensstadium entspricht dem Verfahrens-
stadium der Figur 2 des Verfahrens gemal dem ersten

Ausfihrungsbeispiel.

Das zweite Ausfihrungsbeispiel des Verfahrens unterscheidet
sich dadurch von dem ersten Ausfiihrungsbeispiel, dass die
Barriererahmen 6 jeweils einen kreisrunden Montagebereich 110
- statt eines rechteckigen bzw. quadratischen Montagebereichs
110 wie beim ersten Ausfiihrungsbeispiel - umschliellen. Auf
diese Weise werden Bauteile 100 erzielt, bei denen sich das
Linsenmaterial 7 nicht zu einem Tropfen mit einer

rechteckigen sondern mit einer runden Grundfldche formt.

Mit Vorteil ist bei dem vorliegenden Verfahren die Linsenform
mittels der Formgebung des Rarriererahmens in einfacher Weise
einstellbar. Die Form der von dem Barriererahmen 6
freigelassenen Montagebereiche 110 ist beispielsweise mittels
eines fotolithographischen Verfahrensschrittes bei der

Herstellung der Barriererahmen 6 einfach einstellbar.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der

Ausfihrungsbeispiele auf diese beschrankt sondern umfasst
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jede Kombination von Elementen und Verfahrensschritten der
verschiedenen Ausgestaltungen und Ausfihrungsbeispiele.
Darliber hinaus umfasst die Erfindung jede Kombination der
Patentanspriiche und jede Kombination von in den

Patentanspriichen offenbarten Merkmalen.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2011 115150.1, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

Verfahren zur Herstellung mindestens eines
strahlungsemittierenden und/oder -empfangenden
Halbleiterbauteils (100) mit den Schritten:

- Bereitstellen eines Tragerkdrpers (10) mit einer
Montageflache (101);

- Ausbilden eines Barriererahmens (6) auf der
Montageflache (101), derart dass der Barriererahmen (6)
einen Montagebereich (110) der Montageflache (101)
lateral umschlielBt;

- Montieren eines strahlungsemittierenden und/oder -
empfangenden Halbleiterchips (4) innerhalb des
Montagebereichs (110) auf der Montageflache (101);

- VergieBen des Halbleiterchips (4) mit einem fliissigen
Linsenmaterial (7), wobeil das Linsenmaterial (7)
innerhalb des Montagebereichs (110) auf die
Montageflache (101) aufgebracht wird; und

- Harten des Linsenmaterials (7); wobei

die Montagefliache (101), der Barriererahmen (6) und das
Linsenmaterial (7) derart aneinander angepasst sind,
dass die Montageflache (101) innerhalb des
Montagebereichs (110) von dem Linsenmaterial (7)
benetzbar und der Barriererahmen (6) von dem
Linsenmaterial (7) nicht benetzbar ist, so dass sich das
Linsenmaterial (7) beim Aufbringen auf die Montagefléche
(101) zu einem zumindest stellenweise von dem
Barriererahmen (6) begrenzten Tropfen mit konvexer
AuBenfldche (701) formt und den Barriererahmen (6) frei

lasst.

Verfahren gemdB Anspruch 1, wobei eine Dicke (hpg) des

Barriererahmens (6) derart gewahlt ist, dass der
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montierte Halbleiterchip (4) den Barriererahmen (6)

Uiberragt.

3. Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Ausbilden des Barriererahmens (6) die Schritte
umfasst:

- Auftragen eines Fluorocarbon-Polymermaterials auf die
Montageflache (101) des Tragerkorpers (10) und
- nachfolgendes Trocknen des Fluorocarbon-

Polymermaterials.

4. Verfahren gemal Anspruch 3,

wobel das Linsenmaterial (7) ein Silikonharz aufweist.

5. Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei der Tragerkorper (10) zumindest an der
Montagefliache (101) ein Metall, eine Keramik, ein
Polymermaterial oder einen Verbund aus mindestens zwei
dieser Materialien aufweist und insbesondere eine

Leiterplatte ist.

6. Verfahren gemal einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei
- der Montagebereich (110) eine erste elektrische
Anschlussflache (2) und eine zweite elektrische
Anschlussflache (3) enthalt;
- die zweite elektrische Anschlussflache (3) elektrisch
von der ersten elektrischen Anschlussflache (2) getrennt
und seitlich neben der ersten elektrischen
Anschlussflache (2) angeordnet ist; und
- der Halbleiterchip (4) zumindest auf der ersten

elektrischen Anschlussflache (2) montiert wird.
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Verfahren gemdl Anspruch 6,

wobei zumindest eine Durchkontaktierung ausgebildet
wird, die wvon der ersten Anschlussfldche (2) oder wvon
der zweiten Anschlussflache (3) zu einer der
Montagefldache (101) gegeniber liegenden Aulenflache des
Tragerkorpers (10) fuhrt.

Verfahren gemdl einem der Anspriche 6 bis 7, wobei

- der Halbleiterchip (4) derart auf der ersten
elektrischen Anschlussfldche (2) montiert wird, dass die
zweite elektrische Anschlussflache (3) seitlich von dem
Halbleiterkdrper angeordnet ist;

- ein Bonddraht (5) wvon dem Halbleiterchip (4) zu der
zweiten elektrischen Anschlussflidche (3) gezogen wird;
und

- das Linsenmaterial (7) derart auf den Montagebereich
aufgebracht wird, dass es den Bonddraht (5) zumindest
stellenweise umschlielt und die beiden elektrischen

Anschlussfldchen (2, 3) uberdeckt.

Verfahren gemdl einem der vorhergehenden Anspriiche zur
Herstellung einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden
und/oder -empfangenden Halbleiterbauteilen (100), wobei
- ein Trager (1) bereitgestellt wird;

- mehrere Barriererahmen (6) auf dem Trager (1)
ausgebildet werden, so dass sie zusammenhdngen und ein
Gitter bilden, derart dass in jeder Gitterzelle Jjeweils
ein Montagebereich (110) angeordnet ist

- in jedem der Montagebereiche (110) ein
strahlungsemittierender und/oder -empfangender
Halbleiterchip (4) montiert wird und mit dem
Linsenmaterial (7) vergossen wird, und

- nachfolgend zur Vereinzelung der Halbleiterbauteile
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10.

11.

12.

(100) der Trager (1) entlang von Gitterlinien des
Gitters durchtrennt wird, so dass einzelne
Halbleiterbauteile (100) ausgebildet werden, die jeweils
einen Tragerkdrper (10) und einen BRarriererahmen (6)

aufweisen.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100), aufweisend

- einen Tragerkdrper (10) mit einer Montageflache (101);
- einen Barriererahmen (6) auf der Montagefldche (101),
der einen Montagebereich (110) der Montageflache (101)
lateral umschlielBt;

- einen strahlungsemittierenden und/oder -empfangenden
Halbleiterchip (4) innerhalb des Montagebereichs (110)
auf der Montageflache (101);

- ein Linsenmaterial (7) auf der Montagefldche (101)
innerhalb des Montagebereichs (110), das den
Halbleiterchip (4) tberdeckt und eine konvexe
AuBenfldche (701) hat; wobei

der Barriererahmen (6) von dem Linsenmaterial (7) nicht
benetzbar ist und von dem Linsenmaterial (7) unbedeckt

ist.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100) gemal Anspruch 10, wobei eine
Dicke (hp) des Barriererahmens (6) derart gewahlt ist,
dass der montierte Halbleiterchip (4) den Barriererahmen

(6) Uberragt.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100) gemalR einem der Anspriiche 10

oder 11, wobei der Barriererahmen (6) ein Fluorocarbon-
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13.

14.

15.

le.

_23_

Polymermaterial und das Linsenmaterial (7) ein

Silikonharz aufweist.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100) gemal einem der Anspriiche 10 bis
12, wobei der Tragerkdrper (10) zumindest an der
Montagefliache (101) ein Metall, eine Keramik, ein
Polymermaterial oder einen Verbund aus mindestens zwei

dieser Materialien aufweist.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100) gemal einem der Anspriiche 10 bis

13, wobei der Tragerkdrper (10) eine Leiterplatte ist.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100) gemal Anspruch 14, wobei

- der Montagebereich eine erste elektrische
Anschlussflache (2) und eine zweite elektrische
Anschlussflache (3) enthalt,

- die zweite elektrische Anschlussflache (3) elektrisch
von der ersten elektrischen Anschlussfldche (2)getrennt
und seitlich neben der ersten elektrischen
Anschlussflache angeordnet (2) ist, und

- der Halbleiterchip (4) zumindest auf der ersten

elektrischen Anschlussfldche (2) montiert ist.

Strahlungsemittierendes und/oder —-empfangendes
Halbleiterbauteil (100) gemal Anspruch 15, wobei

- der Halbleiterchip (4) derart auf der ersten
elektrischen Anschlussfldche (2) montiert ist, dass die
zweite elektrische Anschlussflache (3) seitlich von dem
Halbleiterkdrper angeordnet ist,

- ein Bonddraht (5) wvon dem Halbleiterkdrper zu der
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zwelten elektrischen Anschlussflache verlauft, und

- das Linsenmaterial (7) derart auf den Montagebereich
(110) aufgebracht ist, dass es den Bonddraht (5)
zumindest stellenweise umschlielt und die beiden

elektrischen Anschlussfldchen (2, 3) lUberdeckt.
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